第15回高輝度電子源開発G

日程：2009年8月5日(水)

時間：17:00 – 19:00

参加者：西森、羽島、永井(JAEA)、江見、小瀬(日立ハイテク）、本田、佐藤(康)、山本（KEK)、桑原、奧見、中西（名古屋）、飯島、正中、久保、栗木(広島)

○久保より、HUES1(Hiroshima University Electron Source 1)の現状について報告があった。CryopumpとNEGによるシステムを立ち上げている。極高真空の実現と長寿命カソード実証を目的にしている。

Q:Cryopumpは初期性能はいいが、飽和により排気能力が落ちる。活性化を同じ容器でやるのはどうか。

A:将来的には別にする可能性もあるが、まずは最小構成でテストする。

C:排気速度については、NEGと同様に、ガス出しがどこまでできるかで決まる。

○正中より、GaAsカソード寿命の温度依存性について報告があった。真空悪化の成分を考慮しても、ダーク寿命、ビーム寿命ともに50-60℃くらいで低下が観測された。

Q: CsとGaAsとの結合が切れるのは280℃という報告がある。寿命低下はそれよりも低い温度で起きているが、どのような理由によるのか。
A:  明らかではないが、単純なCsの脱離、あるいは蒸発とは整合しない。どのようなプロセスであるのかを明らかにできれば、NEAの理解にもつながると思う。
Q: 真空の影響の見積で、寿命の単純平均をとっているが、それでいいのか。
A: モデルに依存するが、逆数の平均のほうが適切かもしれない。検討する。

C:NEA活性化時の温度依存も調べてみれば何かわかるかもしれない。経験的には少し温度が高いだけで、活性化が大きく影響される印象がある。


◯西森氏より、500kV電子銃の現状について報告があった。
Qmassの測定を行ったが，水素が99％程度を占めるという結果になった。また、カソード電極について、後ろ側のNEGシールドに近いのが気になる。なるべく距離をとるように設計を検討し、NEGの放電防止シールドを設置する。

Q: NEGシールドについて、モジュール自体を放電しないように角をとった構造にできないのか？
A: 代理店に問い合わせをしたが、用意はされていないとのことであった。一応、本社に対応可能かどうか問い合わせてもらっている。

Q: 電極のアノード側と同様に、Rを大きくとるべきではないのか？

A:現状よりもRをとるには、ロッド部の設計まで変更する必要があるので、今のままでは難しい。

◯永井氏より、500kVの高電圧試験の現状について報告があった。

セラミックのみの試験で、数時間で550kVを達成した。現在ガードリングとロッドを装着した状態で420kVまであげている。

Q:ロッド装着で変化は？

A:放射線量の増加など、放電現象のアクティビティは増えている。

Q:放電による電流値はモニターしているのか？

A:している。最大1mA程度のスパイクが観測されている。定電流回路にしているので遅い放電の電流はそこで制限される。

Q:真空等のトリップはあったか？

A:トリップダウンはまだ無い。

◯江見氏より、日立ハイテクの計画について説明があった。

300kVのinvertedタイプを手始めに、セラミックの耐電圧、縁面放電限界など基礎的なデータを積み上げ，高性能DC電子銃の開発を行う。

Q:表面抵抗値の小さいセラミックについて情報があるが？

A:把握している。テスト候補のひとつだ。

Q:多段式ではない、単一構造を目指しているのか?

A:限定はしないが、方向性としてはよりシンプルでかつ高性能な構造をめざしている。会社として、コンパクト化は将来の応用を広げる意味で重視している。

C:量子ビーム計画のなかで、より高い電圧を目指すサブプログラムとして位置付けられている。

C:大きなセラミックにしたとき、最終的には全体の均一性が性能を決める。電圧とサンプル長さのスケール効果は大きい。

C:Tiのヘリコシールについて、経験が無いので、それを蓄積したい。

Q:テストピースの導通はどのようにとるのか？

A:セラミックの面をメタライズして導通はとれる。

Q:均一な圧力をかけるような機構が必要だが、どのような方法があるか？

A:ベローズの押し付け圧を調整するような外部機構、あるいはInを間に挟む方法などがあるのでは。検討事項だ。

◯桑原氏より、名古屋でのカソード開発の検討状況について報告があった。

800nmからは570nm程度が限界であり、それでもQEなど犠牲にせざるを得ない。それよりも短波長側なら候補があるが、500nm帯は「死の谷」だ。難しい領域である。

C:当初は、波長を固体レーザー1umの二倍波を使い、高いQEでエミッタンッスを犠牲にしても、100mAの大電流をまず達成するとういのが戦略である。その波長にバンドギャップがあうカソードができれば都合が良い、といのが狙いであった。

C:レーザー、カソードおのおのの実現性を考えて、総合的に判断し、カソード開発の狙いをしぼる必要があるだろう。500nmが難しいならば、現実的には1umのTHGか800nm付近(Er-Yb, Ti:S, OPA)だろう。

C:レーザーのパワーを考えると、同様の性能ならば長波長の側が有利である。

Q:As無しという解はあるのか？取扱いはかなり容易になるが？

A:As無しという条件は難しい。混晶の割合を下げることは可能。

次回会合は、9/4（金）の13:30を予定する。

文責、栗木 

